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weist eine Substratbasis 1, darauf angeordnet eine homogene Halbleiterschicht auf Gruppe-III Nitridbasis auf, wobei die der Sub- 
stratbasis 1 zugewandte Oberflache der homogener Halbleiterschicht 2, 2f zumindest teilweise einen Abstand zu der der homogenen 
Halbleiterschicht 2, 2f zugewandten Oberflache der Substratbasis aufweist und zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens zwei 
elektrische Ableitungskontakte 5 zur Ableitung eines durch die homogene Halbleiterschicht 2, 2f erzeugbaren elektrischen Aus- 
gangssignals auf, an undVoder unter der homogenen Halbleiterschicht 2, 2f angeordnet sind oder in diese integriert sind. 
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